
શ" #ા%ા

નાેડ સ"ક$ ટમાં અેવાે ,બ. દુ 1ાં બે અથવા વધુ સ"ક$ ટ અે4લમે6 મળે છે અથવા 9ેડાય છે

લૂપ સ"ક$ ટમાં અેક બંધ માગ= જ ેઅેક જ ,બ. દુથી શA થઈને અે જ ,બ. દુ પર પરત અાવ ેછે, કાેઈપણ નાેડને અેક વખતથી વધ ુઅાેળંગીને
નહJ

,ાંચ સ"ક$ ટમાં બે નાેડને 9ેડતાે માગ= અથવા અે4લમે6

થીયરમ 4ેટમ6ટ

Superposition
થીયરમ

લી"નયર સ"ક$ ટમાં મKીપલ સાેસ= હાેય Lારે, કાેઈપણ અે4લમે6મા ં"રMાેN (વાેKેજ અથવા કરંટ) અે દરેક
સાેસ=ના અેકલા કાય= કરવાથી થતા "રMાેNના બીજગOણતીય સરવાળાની બરાબર હાેય છે, 1ારે બી9 બધા
સાેસ=ને તેમના અાંત"રક ઇQRડNથી બદલી દેવામાં અાવે

Maximum
power
transfer
થીયરમ

સાેસ=થી લાેડમાં મહSમ પાવર Lારે ટT ાNફર થાય છે 1ારે લાેડ રેVઝXN સાેસ=ના અાંત"રક રેVઝXNની
બરાબર હાેય

સાેસ= YZ[ગત \]ત"^યાઅાે સરવાળાે = કુલ 
\]ત"^યા

સાેસ= Rs લાેડ RL

મે_ પાવર 1ારે Rs = 
RL

78ન 1(અ) [3 મા:;]  
#ા%ા અાપાે: 1. નાેડ, 2. લૂપ, 3. ,ાંચ

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Never Loop Between" - નાેડ 4લ. ક, લૂપ બાઉb, cાંચ કનેeન fાgપત કરે છે

78ન 1(બ) [4 મા:;]  
Superposition થીયરમ અને Maximum power transfer થીયરમ નું 4ેટમ6ટ લખાે.

જવાબ:

અાકૃDત:
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Fનયમ સમજૂતી ગાIણDતક
KLપ

Mકરચાેફનાે વાેOેજ નાે Fનયમ
(KVL)

સ"ક$ ટમાં કાેઈપણ બંધ લૂપમા ંબધા વાેKેજનાે બીજગOણતીય સરવાળાે શૂh
થાય છે

Σ V = 0

Mકરચાેફનાે કરંટનાે Fનયમ
(KCL)

નાેડમાં \વેશતા અને નીકળતા બધા કરંટનાે બીજગOણતીય સરવાળાે શૂh
થાય છે

Σ I = 0

મેમરી ટ? ીક: "Sum Powers Matched" - YZ[ગત પાવરનાે સરવાળાે; મહSમ માટે રેVઝXN મેચ

78ન 1(ક) [7 મા:;]  
Mકરચાેફનાે વાેOેજ નાે Fનયમ અને Mકરચાેફના ેકરંટનાે Fનયમ સમPવાે.

જવાબ:

અાકૃDત:
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KCL: I1 + I2 = I3 + 
I4

KVL: V1 + V2 + V3 = 
0

Unsupported markdown: list

V1

Unsupported markdown: list

Unsupported markdown: list

V2

Unsupported markdown: list

Unsupported markdown: list

V3

I1

Node

I2 I3 I4

 

KVL નું ભાૈDતક અથ;ઘટન: સ"ક$ ટ લૂપમા ંઊ9= સંર,jત રહે છે

KCL નુ ંભાૈDતક અથ;ઘટન: સ"ક$ ટ નાેડમાં ચાજ= સંર,jત રહે છે

KVL નાે ઉપયાેગ: સ"ક$ ટ લૂપમા ંઅkાત વાેKેજ શાેધવા

KCL ના ેઉપયાેગ: સ"ક$ ટ જંeનમાં અkાત કરંટ શાેધવા

મેમરી ટ? ીક: "Voltages Loop to Zero, Currents Node to Zero"

78ન 1(ક) OR [7 મા:;]
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કનેUન લાVIણકતાઅાે સમતુW રેXસ4Y કરંટ-વાેOેજ સંબંધ

સીરીઝ
કનેUન

બધા રેVસXસ=માંથી અેક સરખાે કરંટ
વહે છે

Req = R1 + R2 + R3 + ... + Rn I = V/Req

પેરેલલ
કનેUન

બધા રેVસXસ= પર અેક સરખાે વાેKેજ
અાવે છે

1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...
+ 1/Rn

I = I1 + I2 + I3 + ...
+ In

પેરેલલ

Unsupported markdown: list

R1 R2 R3

Unsupported markdown: list

સીરીઝ

Unsupported markdown: list

R1

78ન 1(ક) OR [7 મા:;]  
રેXસ4Y ના સીરીઝ અને પેરેલલ કનેUન જરુરી સમીકરણા ેસાથે સમPવાે.

જવાબ:

અાકૃDત:
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R1

R2

R3

Unsupported markdown: list

Ohm's Law ની મયા;દાઅાે

નાેન-]લFનયર કંપાેન^્સ: ડાયાેડ, ટT ાlmXર જવેા કંપાેન6્સને લાગુ પડતાે નથી

તાપમાન ફેરફાર: 1ારે તાપમાન નાoધપાp રીતે બદલાય છે Lારે માh રહેતા ેનથી

ઉ` MabYી: ખૂબ ઊચંી "qrNી પર "નsળ 9ય છે

સીરીઝમાં કરંટ: I = I1 = I2 = I3 = ... = In

સીરીઝમાં વાેOેજ: V = V1 + V2 + V3 + ... + Vn

પેરેલલમાં કરંટ: I = I1 + I2 + I3 + ... + In

પેરેલલમાં વાેOેજ: V = V1 = V2 = V3 = ... = Vn

મેમરી ટ? ીક: "Same Current Series, Same Voltage Parallel"

78ન 2(અ) [3 મા:;]  
Ohm's law ની મયા;દાઅાે જણાવાે.

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Ohm's Not Linear Thermal High" - નાેન-4લ"નયર, તાપમાન, હાઇ "qrNી

78ન 2(બ) [4 મા:;]
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શ" #ા%ા

ડાેપcગ શુt સેમીકંડuરમાં અશુvtના પરમાણુઅાે ઉમેરવાની \"^યા જનેાથી ઇલેwuTકલ ગુણધમાx બદલાય છે

ઈંટ? ાસીક સેમીકંડeર શુt સેમીકંડuર જમેાં ઇલેuTાેન અને હાેલની સંyા સરખી હાેય છે

અેf?ાસીક સેમીકંડeર ડાેપ કરેલા સેમીકંડuર જમેાં ઇલેuTાેન અને હાેલની સંyા અસરખી હાેય છે

ડાેપંટ ડાેgપ. ગ \"^યા દરgમયાન સેમીકંડuરમાં ઉમેરાતા અશુvtના તzાે

78ન 2(બ) [4 મા:;]  
#ા%ા અાપાે: 1. ડાેપcગ, 2. ઈંટ? ાસીક સેમીકંડeર, 3. અેf?ાસીક સેમીકંડeર, 4. ડાેપંટ

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Do In-Ex-Do" - ડાેgપ. ગ ઇ6Tાે{ુસ અે_"ટT |Nક \ાેપટ}ઝ ~ ુડાેપ6્સ

78ન 2(ક) [7 મા:;]  
ટ? ાયવેલ6ટ મટીરીયલ ની #ા%ા અાપા ેઅને તેના ઉદાહરણ અાપા.ે P-type સેમીકંડeરની રચના જરુરી અાકૃDત સાથ ેસમPવાે.

જવાબ:

ટ? ાયવેલ6ટ મટીરીયલ: અેવા તzાે જમેના બા�તમ કાેશમાં 3 વેલેN ઇલેuTાેન હાેય છે.

ઉદાહરણા:ે બાેરાેન (B), અે�ુgમ"નયમ (Al), ગે4લયમ (Ga), ઇ�bયમ (In)

P-type સેમીકંડeરની રચના:

અાકૃDત:

          Vસ4લકાેન અેટમ (4 વેલેN e-)    ટT ાયવેલoટ અેટમ (3 વેલેN e-)
             ┌───┐                          ┌───┐
             │   │                          │   │
          ┌──┤ Si├──┐                    ┌──┤ B ├──┐
          │  │   │  │                    │  │   │  │
       ───┼──┴───┴──┼───              ───┼──┴───┴──┼───
          │         │                    │         │
          │         │                    │    ↑    │
       ───┼─────────┼───              ───┼────┼────┼───
          │         │                    │    │    │
          │         │                    │    │    │
       ───┴─────────┴───              ───┴────┘────┴───
                                          હાેલ
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7Mhયા પMરણામ

ડાેFપi ગ Vસ4લકાેનમાં બાેરાેન જવેા ટT ાયવેલoટ અેટમ સાથે ડાેgપ. ગ

બાેj ફાેમkશન ટT ાયવેલoટ અેટમ 4 અાસપાસના Vસ4લકાેન અેટમ સાથે 3 કાેવેલે6 બાેb બનાવે છે

હાેલ Mhઅેશન અેક બાેb અપૂણ= રહે છે, જ ેહાેલ (પાેVઝ"ટવ ચાજ= કે"રયર) બનાવે છે

મેPેMરટી કેMરયસ; હાેલ મે9ે"રટી કે"રયસ= બને છે

માઇનાેMરટી કેMરયસ; ઇલેuTાેન માઇનાે"રટી કે"રયસ= બને છે

રેXસ4Yને અસર કરતા પMરબળાે

કjeરની લંબાઈ

hાેસ-સેUનલ અેMરયા

મટીMરયલ (રેXસn4Dવટી)

તાપમાન

મેમરી ટ? ીક: "Three Makes Positive" - pણ વેલેN ઇલેuTાેન પાેVઝ"ટવ હાેલ બનાવે છે

78ન 2(અ) OR [3 મા:;]  
રેXસ4Yને અસર કરતા પMરબળા ેજણાવાે અને તેમાથી કાેઈપણ અેક સમPવાે.

જવાબ:

તાપમાનની અસરની સમજૂતી:
માેટાભાગના મેટા4લક કbuરનાે રેVસXN તાપમાન સાથે વધે છે:
R = R₀[1 + α(T - T₀)]
1ા:ં

R = તાપમાન T પર રેVસXN

R₀ = રેફરN તાપમાન T₀ પર રેVસXN

α = રેVસXNનાે તાપમાન કાેઅે"ફVશય6

મેમરી ટ? ીક: "LAMT" - લે�, અે"રયા, મટી"રયલ, ટેRરેચર રેVસXNને અસર કરે છે

78ન 2(બ) OR [4 મા:;]  
#ા%ા અાપાે: 1. વેલેY બેj, 2. કંડકશન બેj, 3. ફાેરoબડન અેનp;  ગેપ, 4. aી ઇલેe?ાેન

જવાબ:
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શ" #ા%ા

વેલેY બેj અેન�=  બેb જમેા ંઅેટમ સાથે બંધાયેલા વેલેN ઇલેuTાેન ભરેલા હાેય છે

કંડકશન બેj ઉ� અેન�=  બેb 1ાં ઇલેuTાેન મુ[પણે ફરી શકે છે અને વીજળી વહન કરી શકે છે

ફાેરoબડન અેનp;  ગેપ વેલેN અને કંડકશન બેb વ�ેની અેન�=  રે� 1ા ંકાેઈ ઇલેuTાેન Xેટ્સ અિ�તzમાં નથી

aી ઇલેe?ાેન ઇલેuTાેન જ ેવેલેN બેbથી કંડકશન બેbમાં જવા પૂરતી ઊ9= મેળવ ેછે

કંડકશન 
બેb

qી 
ઇલેuTાેન

ફાેર,બડન અેન�=  ગેપ/બેb ગેપ

વેલેN 
બેb

બાઉb ઇલેuTાેન

અાકૃDત:

 

મેમરી ટ? ીક: "Very Clearly Freedom Follows" - વેલેN, કંડકશન, ફાેર,બડન ગેપ, qી ઇલેuTાેન

78ન 2(ક) OR [7 મા:;]  
પે^ાવેલ6ટ મટીરીયલ ની #ા%ા અાપા ેઅને તેના ઉદાહરણ અાપા.ે N-type સેમીકંડeરની રચના જરુરી અાકૃDત સાથ ેસમPવાે.

જવાબ:

પે^ાવેલ6ટ મટીરીયલ: અેવા તzાે જમેના બા�તમ કાેશમાં 5 વેલેN ઇલેuTાેન હાેય છે.

ઉદાહરણા:ે ફાે�રસ (P), અાસx"નક (As), અે,6મની (Sb)

N-type સેમીકંડeરની રચના:

અાકૃDત:
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7Mhયા પMરણામ

ડાેFપi ગ Vસ4લકાેનમાં ફાે�રસ જવેા પે6ાવેલoટ અેટમ સાથ ેડાેgપ. ગ

બાેj ફાેમkશન પે6ાવેલoટ અેટમ 4 અાસપાસના Vસ4લકાેન અેટમ સાથે 4 કાેવેલે6 બાેb બનાવે છે

aી ઇલેe?ાેન પાંચમાે વેલેN ઇલેuTાેન મુ[ રહે છે (નેગે"ટવ ચાજ= કે"રયર)

મેPેMરટી કેMરયસ; ઇલેuTાેન મે9ે"રટી કે"રયસ= બને છે

માઇનાેMરટી કેMરયસ; હાેલ માઇનાે"રટી કે"રયસ= બને છે

શ" #ા%ા

ડીqીશન
રીpયન P-N જંeન પર "ડ�ુઝન અને "રકાે��નેશનને કારણે માેબાઇલ ચાજ= કે"રયસ=થી ]વહીન \દેશ

ની વાેOેજ ફાેરવડ=  વાેKેજ જ ેપર કરંટ ઝડપથી વધવાનું શA થાય છે (સામાh રીતે Vસ4લકાેન માટે 0.7V, જમx"નયમ માટે
0.3V)

,ેકડાઉન વાેOેજ "રવસ= વાેKેજ જ ેપર ડાયાેડ "રવસ= "દશામાં ઝડપથી કરંટ વહન કરે છે

મેમરી ટ? ીક: "Five Makes Negative" - પાંચ વેલેN ઇલેuTાેન નેગે"ટવ કે"રયર બનાવે છે

78ન 3(અ) [3 મા:;]  
ડાયાેડની સાપેVમા ં1. ડીqીશન રીpયન, 2. ની વાેOેજ, અને 3. ,ેકડાઉન વાેOેજની #ા%ા અાપાે

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Depleted Knees Break" - ડી�ીશન થાય છે, ની પર કbeન શA થાય છે, cેકડાઉન પર �લાે"ક. ગ સમા� થાય છે

78ન 3(બ) [4 મા:;]  
P-N જંUન ડાયાેડ ની V-I લાVIણકતા જરુરી rાફ સાથે સમPવાે.

જવાબ:

          Vસ4લકાેન અેટમ (4 વેલેN e-)    પે6ાવેલoટ અેટમ (5 વેલેN e-)
             ┌───┐                          ┌───┐
             │   │                          │   │
          ┌──┤ Si├──┐                    ┌──┤ P ├──┐
          │  │   │  │                    │  │   │  │
       ───┼──┴───┴──┼───              ───┼──┴───┴──┼───
          │         │                    │         │
          │         │                    │         │
       ───┼─────────┼───              ───┼─────────┼───
          │         │                    │    ↓    │
          │         │                    │    │    │
       ───┴─────────┴───              ───┴────┼────┴───
                                          qી ઇલેuTાેન
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Vેs વત;ન

ફાેરવડ;  બાયસ (V > 0) ની વાેKેજ પછી કરંટ અે_પાેને��યલી વધે છે

Mરવસ; બાયસ (V < 0) cેકડાઉન વાેKેજ સુધી ખૂબ જ નાનાે લીકેજ કરંટ

,ેકડાઉન Vેs cેકડાઉન વાેKેજ પર "રવસ= કરંટમાં તી� વધારાે

P-N જંUન ડાયાેડની V-I લાVIણકતા:

અાકૃDત:

ફાેરવડ;  સમીકરણ: I = Is(e^(qV/nkT) - 1)

ની વાેOેજ: Vસ4લકાેન માટે ~0.7V, જમx"નયમ માટે ~0.3V

મેમરી ટ? ીક: "Forward Flows, Reverse Restricts, Breakdown Bursts"

78ન 3(ક) [7 મા:;]  
Varactor ડાયાેડ ની લાVIણકતા દાેરા.ે Varactor ડાયાેડની કાય;પtધDત અાકૃDત સાથે સમPવાે અને તેની અેqીકેશન લખા.ે

    I
    ↑                          
    │                        /
    │                      /
    │                    /
    │                  /
    │                /
    │              /
    │            /
    │          /
    │        /
    │      /
    │    /
    │ ની વાેKેજ (≈0.7V)
    │  /
    │/
────┼────────────────────────── V
    │
    │
    │
    │
    │
    │          cેકડાઉન
    │          વાેKેજ
    │         /
    │       /
    │     /
    │   /
    v
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Xસuાંત સમજૂતી

બેvઝક 4?wર વે"રઅેબલ કેપેVસટN માટે અાે��માઈઝ કરેલ MેVશયલ P-N જંeન ડાયાેડ

Mરવસ; બાયસ અાેપરેશન હંમેશા "રવસ= બાયસ ક�bશનમાં અાેપરેટ કરાય છે

ડીqીશન રીpયન ]વડ્થ લાગુ "રવસ= વાેKેજ સાથે બદલાય છે

કેપેXસટY વેMરઅેશન "રવસ= વાેKેજ વધતા કેપેVસટN ઘટે છે

ગાIણDતક સંબંધ C ∝ 1/√VR 1ાં VR "રવસ= વાેKેજ છે

જવાબ:

Varactor ડાયાેડની લાVIણકતા:

અાકૃDત:

Varactor ડાયાેડની કાય;પtધDત:

સMકx ટ Xસyાેલ:

Varactor ડાયાેડની અેqીકેશન:

વાેKેજ-કંટT ાે� અાેસીલેટસ= (VCOs)

    C
    ↑                          
    │\
    │ \
    │  \
    │   \
    │    \
    │     \
    │      \
    │       \
    │        \
    │         \
    │          \
    │           \
    │            \
    │             \
    │              \
    │               \
────┼────────────────────────── VR
    │                            →

    │
    ┌┴┐
  ──┤ ├──
    └┬┘
     │
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ડાયાેડનાે 7કાર અેqીકેશન

Varactor ડાયાેડ વાેKેજ-કંટT ાે� અાેસીલેટસ=, "qrNી માે{ુલેટસ=, ઇલેuTાે"નક �ુ"ન. ગ સ"ક$ ટ્સ

Photo ડાયાેડ લાઇટ સેNસ=, અાે��કલ કાે�ુ"નકેશન, �ાેક "ડટેuસ=, કેમેરા લાઇટ મીટસ=

Light Emitting ડાયાેડ (LED) "ડ��ે "ડવાઇસીસ, ઇbીકેટસ=, લાઇ"ટ.ગ VસX�, અાે��કલ કાે�ુ"નકેશન

બાયસ
કzjશન કાય; Xસuાંત લાVIણકતાઅાે

ફાેરવડ;
બાયસ

P-સાઇડ પાેVઝ"ટવ ટgમ$ નલ સાથે, N-સાઇડ નેગે"ટવ
ટgમ$ નલ સાથે 9ેડાયેલ

ડી�ીશન રી�યન સાંકડી થાય છે, ની વાેKેજ (~0.7V) પછી
કરંટ સરળતાથી વહે છે

Mરવસ;
બાયસ

P-સાઇડ નેગે"ટવ ટgમ$ નલ સાથે, N-સાઇડ પાેVઝ"ટવ
ટgમ$ નલ સાથે 9ેડાયેલ

ડી�ીશન રી�યન પહાેળી થાય છે, cેકડાઉન સુધી માp નાનાે
લીકેજ કરંટ વહે છે

"રવસ= બાયસ

Unsupported markdown: list

"qrNી માે{ુલેટસ=

ઇલેuTાે"નક �ુ"ન. ગ સ"ક$ ટ્સ

અાેટાેમે"ટક "qrNી કંટT ાેલ સ"ક$ ટ્સ

ફેઝ-લાે� લૂ�સ (PLLs)

મેમરી ટ? ીક: "Capacitance Varies Reversely" - કેપેVસટN "રવસ= વાેKેજ સાથે બદલાય છે

78ન 3(અ) OR [3 મા:;]  
નીચે દશા;વેલ ડાયાેડની અેqીકેશન લખાે. 1. Varactor ડાયાેડ, 2. Photo ડાયાેડ, 3. Light Emitting ડાયાેડ

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Vary Photo Emit" - Varactor "qrNી બદલે છે, Photo લાઇટ "ડટેu કરે છે, LED લાઇટ ઉ�vજ$ત કરે છે

78ન 3(બ) OR [4 મા:;]  
P-N junction ડાયાેડની કાય;પtધDત ફાેરવડ;  બાયસ અન ેરીવસ; બાયસ માં સમPવાે.

જવાબ:

અાકૃDત:
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P

જંeન

N

Unsupported markdown: list નહીવત 
કરંટ

ફાેરવડ=  
બાયસ

Unsupported markdown: list

P

જંeન
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N

Unsupported markdown: list કરંટ વહે 
છે

મેમરી ટ? ીક: "Forward Flows, Reverse Resists"

78ન 3(ક) OR [7 મા:;]  
Photo ડાયાેડ ની લાVIણકતા દાેરાે. Photo ડાયાેડની કાય;પિtધત અાકૃDત સાથે સમPવાે અન ેતેની અેqીકેશન લખાે.

જવાબ:

Photo ડાયાેડની લાVIણકતા:

અાકૃDત:

Photo ડાયાેડની કાય;પિtધત:

સMકx ટ Xસyાેલ:

     I
     ↑
     │                     લાઇટ ઇ6ે|Nટી
     │                     વધતી 9ય છે
     │                /
     │              /
     │            /
     │          /
     │        /
     │      /
     │    /
     │  /
     │/
─────┼─────────────────────────── V
     │\                           →
     │ \
     │  \
     │   \
     │    \
     │     \
     │
     v
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Xસuાંત સમજૂતી

બેvઝક 4?wર ટT ાNપેર6 ]વbાે અથવા લેN સાથેના ેP-N જંeન ડાયાેડ

Mરવસ; બાયસ અાેપરેશન સામાh રીતે "રવસ= બાયસ ક�bશનમાં અાેપરેટ કરાય છે

લાઇટ અે|ાેપ;શન ફાેટાેN ડી�ીશન રી�યનમાં ઇલેuTાેન-હાેલ પેર ઉ�� કરે છે

કેMરયર જનરેશન લાઇટ ઇ6ે|Nટી ઉ�� કે"રયસ=ના \માણમાં હાેય છે

કરંટ જનરેશન લાઇટ ઇ6ે|Nટી સાથે "રવસ= કરંટ વધે છે

Photo ડાયાેડની અેqીકેશન:

અાે��કલ કાે�ુ"નકેશનમાં લાઇટ "ડટેuસ=

ફાેટાેમીટસ= અને લાઇટ મીટસ=

�ાેક "ડટેuસ=

બારકાેડ રીડસ=

મે"ડકલ ઇlrપમે6 (પ  અાે¡_મીટસ=)

મેમરી ટ? ીક: "Light In, Current Out" - લાઇટ ઇ6ે|Nટી કરંટ અાઉટપુટને "નયં]pત કરે છે

78ન 4(અ) [3 મા:;]  
Half wave rectifier સકીટ ડાયાrામ સાથ ેસમPવાે.

જવાબ:

Half Wave Rectifier:

સMકx ટ ડાયાrામ:

     │   ↙↙
    ┌┴┐ ↙
  ──┤ ├──
    └┬┘
     │

           D
    AC    ┌─┬─┐     R    
    o─────┤>├─┼─────┳─────o
          └─┘ │     │     
              │     │     
    o─────────┘     ┗─────o
                      અાઉટપુટ
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અાેપરેશન ફેઝ વણ;ન

પાેvઝMટવ હાફ સાયકલ ડાયાેડ કbu કરે છે, કરંટ લાેડમાંથી વહે છે, અાઉટપુટ ઇનપુટને અનુસરે છે

નેગેMટવ હાફ સાયકલ ડાયાેડ �લાેક કરે છે, કરંટ વહેતાે નથી, અાઉટપુટ શૂh હાેય છે

કંપાેન^ ફંUન

સીરીઝ રેvઝ4ર Rs કરંટને મયા="દત કરે છે અને વધારાનાે વાેKેજ ડT ાેપ કરે છે

Zener ડાયાેડ લાેડ પર lfર વાેKેજ 9ળવે છે

લાેડ રેvઝ4ર RL પાવર મેળવતા સ"ક$ ટનું \]ત"ન�ધz કરે છે

અાઉટપુટ MabYી: ઇનપુટ "qrNી જટેલી જ

ફાેમ; ફેeર: 1.57

Mરપલ ફેeર: 1.21

અેMફXશયYી: 40.6%

ડાયાેડનાે PIV: Vmax

મેમરી ટ? ીક: "Half Passes Positive" - માp પાેVઝ"ટવ હાફ-સાયકલ જ પસાર થાય છે

78ન 4(બ) [4 મા:;]  
Zener ડાયાેડન ેવાેOેજ રે}યુલેટર તરીકે સમPવા.ે

જવાબ:

Zener ડાયાેડ વાેOેજ રે}યુલેટર:

સMકx ટ ડાયાrામ:

કાય; Xસuાંત:

Zener "રવસ= cેકડાઉન jેpમાં કાય= કરે છે

ઇનપુટમાં ફેરફાર થવા છતાં lfર વાેKેજ 9ળવે છે

વધારાનાે કરંટ Zener ડાયાેડ ¢ારા વહે છે

વાેKેજ રે£યુલેશન સમીકરણ: Vout = Vz (Zener વાેKેજ)

           Rs             
    o─────┳─────┐           
    Vin   │     │     
          │     │   Zener   RL    Vout
          │     ├──┐┌┬┐┌───┳─────o
          │     │  ││>││   │     
          │     │  │└┬┘│   │     
    o─────┴─────┴──┴─┴─┴───┴─────o
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મેમરી ટ? ીક: "Zener Zeros Voltage Variations"

78ન 4(ક) [7 મા:;]  
Rectifier ની જLરીયાત લખાે. Bridge wave rectifier સકીટ ડાયાrામ સાથે સમPવાે અને તેના ઈનપુટ અને અાઉટપુટ ના વેવફાેમ; 
દાેરાે.

જવાબ:

Rectifier ની જLરીયાત:

AC વાેKેજને DC વાેKેજમા ંપ"રવ]ત$ ત કરવા

માેટાભાગના ઇલેuTાે"નક ઉપકરણાેને અાેપરેશન માટે DC જAરી છે

પાવર સ�ાય VસXમને AC મેઇNમાંથી DC અાઉટપુટની જAર પડે છે

Bridge Wave Rectifier:

સMકx ટ ડાયાrામ:

ઈનપુટ અને અાઉટપુટ વેવફાેમ;:

                D1      D3
              ┌─┬─┐    ┌─┬─┐
              │>├─┼────┤<├─┐
              └─┘ │    └─┘ │
    AC            │         RL   અાઉટપુટ
    o─────────────┼────────┳────o
                  │        │
             ┌─┬─┐│   ┌─┬─┐
             │<├─┼────┤>├─┘
             └─┘      └─┘
                D2      D4

    ઈનપુટ
      ↑
      │    /\      /\      /\
      │   /  \    /  \    /  \
      │  /    \  /    \  /    \
    ──┼─┼──────┼┼──────┼┼──────┼──────► t
      │ │\    /││\    /││\    /│
      │ │ \  / ││ \  / ││ \  / │
      │ │  \/  ││  \/  ││  \/  │
      v
    
    અાઉટપુટ
      ↑
      │    /\      /\      /\
      │   /  \    /  \    /  \
      │  /    \  /    \  /    \
    ──┼─┼──────┼┼──────┼┼──────┼──────► t
      │
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પાેvઝMટવ હાફ સાયકલમાં કાય; નેગેMટવ હાફ સાયકલમાં કાય;

D1 અને D4 કbu કરે છે D2 અને D3 કbu કરે છે

કરંટ લાેડમાં અેક જ "દશામા ંવહે છે કરંટ લાેડમાં અેક જ "દશામાં વહે છે

અાેપરેશન વણ;ન

ચા~જ� ગ કેપેVસટર રેwuફાઇડ અાઉટપુટની ટાેચ દરgમયાન ચાજ= થાય છે

Mડ�ા~જ� ગ 1ારે વાેKેજ ઘટે છે Lારે કેપેVસટર ધીમે ધીમે લાેડ ¢ારા "ડ¤ાજ= થાય છે

�ુ~ધi ગ ઇફેe ગે�સને ભરીને લગભગ lfર DC અાઉટપુટ \દાન કરે છે

અાઉટપુટ MabYી: ઇનપુટ "qrNીથી બમણી

ફાેમ; ફેeર: 1.11

Mરપલ ફેeર: 0.48

અેMફXશયYી: 81.2%

ડાયાેડનાે PIV: Vmax

મેમરી ટ? ીક: "Bridge Both Better" - ,cજ રેwuફાયર બંને હાફ સાયકલનાે ઉપયાેગ કરે છે

78ન 4(અ) OR [3 મા:;]  
Shunt capacitor filter ની કાય;પtધDત સમPવાે.

જવાબ:

Shunt Capacitor Filter:

સMકx ટ ડાયાrામ:

Mરપલ MરડUન: "રપલ વાેKેજમાં નાoધપાp ઘટાડાે

ટાઇમ કાે�^: RC ઇનપુટના સમયગાળા કરતાં ઘણું માેટંુ હાેવું 9ેઈઅે

Mડ�ાજ; સમીકરણ: V = V₀e^(-t/RC)

      │
      v

                 D
               ┌─┬─┐
               │>├─┐
               └─┘ │
    AC             │       C    RL    
    o──────────────┼───────┳────┳────o
                   │       │    │   અાઉટપુટ
                   │       │    │
    o──────────────┴───────┴────┴────o
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પેરામીટર Center Tap Full Wave Rectifier Bridge Wave Rectifier

ડાયાેડની સં%ા 2 4

ટ? ાYફાેમ;ર સે6ર-ટે¥ ટT ાNફાેમ=ર જAરી સાદાે ટT ાNફાેમ=ર પૂરતાે

ડાયાેડનાે PIV 2Vmax Vmax

અેMફXશયYી 81.2% 81.2%

અાઉટપુટ MabYી ઇનપુટ "qrNીથી બમણી ઇનપુટ "qrNીથી બમણી

ખચ; સે6ર-ટે¥ ટT ાNફાેમ=રને કારણે વધારે સરળ ટT ાNફાેમ=ર પરંતુ વધુ ડાયાેડને કારણે અાેછાે

સાઇઝ માેટાે નાનાે

મેમરી ટ? ીક: "Capacitor Catches Peaks" - કેપેVસટર પીક વાેKેજન ેXાેર કરે છે

78ન 4(બ) OR [4 મા:;]  
Center tap full wave rectifier અને Bridge wave rectifier ની સરખામણી કરાે.

જવાબ:

મેમરી ટ? ીક: "Center Taps Transformer, Bridge Bypasses Tapping"

78ન 4(ક) OR [7 મા:;]  
રે�eફાયરમાં MફOર સકીટની જLMરયાત લખાે. π MફOર સકીટ ડાયાrામ સાથે સમPવાે અને તેના ઈનપુટ અને અાઉટપુટ ના વેવફાેમ; 
દાેરાે.

જવાબ:

રે�eફાયરમાં MફOર સકીટની જLMરયાત:

રેwuફાઇડ અાઉટપુટમાં "રપલ ઘટાડે છે

ઇલેuTાે"નક સ"ક$ ટ માટે જAરી lfર DC વાેKેજ \દાન કરે છે

પાવર સ�ાયની અે"ફVશયNી સુધારે છે

સંવેદનશીલ ઇલેuTાે"નક કંપાેન6્સને નુકસાન થતું અટકાવે છે

π MફOર:

સMકx ટ ડાયાrામ:
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કંપાેન^ ફંUન

ઇનપુટ કેપેXસટર (C1) રેwuફાઇડ અાઉટપુટનું \ારં�ભક "ફK"ર.ગ

ચાેક (L) AC "રપલ �લાેક કરે છે અને DC પસાર થવા દે છે

અાઉટપુટ કેપેXસટર (C2) વધુ સારા અાઉટપુટ માટે વધુ "ફK"ર.ગ

ઈનપુટ અને અાઉટપુટ વેવફાેમ;:

સુપીMરયર MફOMરiગ: VસRલ કેપેVસટર "ફKર કરતાં વધુ સારંુ "રપલ "રડeન

Mરપલ ફેeર: માp કેપેVસટર "ફKર કરતાં ઘણા ેઅાેછાે

વાેOેજ રે}યુલેશન: લાેડ વે"રઅેશન હેઠળ વધુ સારંુ વાેKેજ રે£યુલેશન

મેમરી ટ? ીક: "Capacitor-Inductor-Capacitor Perfectly Irons" (π અાકાર CIC "ફKર જવેાે દેખાય છે)

78ન 5(અ) [3 મા:;]

                 D
               ┌─┬─┐      L
               │>├─┼──────┳──────┐
               └─┘ │      │      │
    AC             │      │      │
    o──────────────┼──────┘      │
                   │             │
                   │  C1    C2   │  RL    
    o──────────────┴───┳────┳────┴───┳────o
                       │    │        │   અાઉટપુટ
                       │    │        │
                       ┴────┴────────┴────o

    ઈનપુટ (રેwuફાઇડ)
      ↑
      │    /\      /\      /\
      │   /  \    /  \    /  \
      │  /    \  /    \  /    \
    ──┼─┼──────┼┼──────┼┼──────┼──────► t
      │
      │
      v
    
    અાઉટપુટ
      ↑
      │─────────────────────────────
      │
      │
    ──┼─────────────────────────────► t
      │
      │
      v
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બાયXસi ગ કાય;પtધDત

બેઝ-અેDમટર જંUન ફાેરવડ=  બાય§

બેઝ-કલેeર જંUન "રવસ= બાય§

મેPેMરટી કેMરયસ; હાેલ

કરંટ �લાે અેgમટરથી કલેuર તરફ

78ન 5(અ) [3 મા:;]  
PNP Transistor ની કાય;પtધDત જરુરી અાકૃDત સાથે સમPવાે.

જવાબ:

PNP Transistor કાય;પtધDત:

અાકૃDત:

અેDમટર: હે]વલી ડાે¥ P-"રજન જ ેહાેલ અેgમટ કરે છે

બેઝ: પાતળાે, લાઇટલી ડાે¥ N-"રજન જ ેકરંટ ¨લાેન ે"નયં]pત કરે છે

કલેeર: માેડરેટલી ડાે¥ P-"રજન જ ેહાેલને કલેu કરે છે

મેમરી ટ? ીક: "Positive-Negative-Positive" - PNP XT©ર

78ન 5(બ) [4 મા:;]  
N-channel JFET ની કાય;પtધDત અાકૃDત સાથે સમPવા.ે

જવાબ:

N-channel JFET કાય;પtધDત:

અાકૃDત:

              કલેuર
                  ↑
                  │
                  P
              ┌───┴───┐
    બેઝ →     │       │
              N       │
              │       │
              P       │
                  │
                  ↓
              અેgમટર
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ટDમx નલ ફંUન

સાેસ; ચાજ= કે"રયસ= (ઇલેuTાેન)નાે સાેસ=

ડ?ે ન ચાજ= કે"રયસ=ને કલેu કરે છે

ગેટ ચેનલની પહાેળાઈને "નયં]pત કરે છે

કાય; Xસuાંત:

સાેસ= અને ડTે ન વ�ે N-ટાઈપ મટી"રયલના ચેનલ ¢ારા ફાેમxશન

P-ટાઈપ ગેટ "રજન ચેનલ સાથે PN જંeન બનાવે છે

ગેટ-ટુ-સાેસ= જંeન હંમેશા "રવસ= બાય§ રહે છે

નેગે"ટવ ગેટ વાેKેજ વધારવાથી ડી�ીશન રીજન પહાેળી થાય છે

સાંકડા ચેનલથી સાેસ= અને ડTે ન વ�ે રેVસXN વધે છે

FET વાેKેજ-કંટT ાે� રેVસXર તરીકે કાય= કરે છે

મેમરી ટ? ીક: "Negative Channel Junction Effect" - N-channel JFET

78ન 5(ક) [7 મા:;]  
BJT અને JFET ની સરખામણી કરા.ે

જવાબ:

                  ડTે ન
                    ↑
                    │
           ┌────────┴────────┐
           │                 │
    ગેટ →  P               P  ← ગેટ
           │                 │
           │        N        │
           │                 │
           └────────┬────────┘
                    │
                    ↓
                  સાેસ=
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પેરામીટર BJT (Bipolar Junction Transistor) JFET (Junction Field Effect Transistor)

4?wર pણ-લેયર XT©ર (NPN અથવા PNP) ગેટ જંeન સાથે Vસ. ગલ ચેનલ

કંટ? ાેલ મેકેFનઝમ કરંટ-કંટT ાે� "ડવાઇસ વાેKેજ-કંટT ાે� "ડવાઇસ

કેMરયસ; મે9ે"રટી અને માઇનાે"રટી કે"રયસ= બંને (બાયપાેલર) માp મે9ે"રટી કે"રયસ= (યુ"નપાેલર)

ઇનપુટ ઇ�ીડY લાે થી મી"ડયમ (1-10 kΩ) ખૂબ જ હાઇ (10⁸-10¹² Ω)

નાેઇઝ વધારે નાેઇઝ અાેછાે નાેઇઝ

પાવર ક��શન વધારે અાેછાે

�K�ચi ગ �ીડ ચાજ= Xાેરેજને કારણે ધીમી ચાજ= Xાેરેજની ગેરહાજરીને કારણે ઝડપી

તાપમાન 4ેoબ]લટી અાેછી Xેબલ વધુ Xેબલ

JFET

વાેKેજ-
કંટT ાે�

યુ"નપાેલર કે"રયસ=

હાઇ ઇનપુટ 
ઇRીડN

લાેઅર નાેઇઝ

BJT

કરંટ-
કંટT ાે�

બાયપાેલર 
કે"રયસ=

લાે ઇનપુટ ઇRીડN

હાયર 
નાેઇઝ

અાકૃDત:

 

મેમરી ટ? ીક: "Current Bipolar Low, Voltage Unipolar High" - BJT vs JFET ની મુy �ભ�તાઅાે

78ન 5(અ) OR [3 મા:;]
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E-waste નાબૂદ કરવાની પuDતઅાે

Mરસાયક]લi ગ

રીયુઝ

ઇ�Yનરેશન

લેjMફ]લi ગ

ટેક-બેક Xસ4�

પેરામીટર PNP ટ? ા��4ર NPN ટ? ા��4ર

Xસyાેલ અેરાે બેઝ તરફ પાેઇ6 કરે છે અેરાે બેઝથી બહાર પાેઇ6 કરે છે

4?wર P-ટાઈપ, N-ટાઈપ, P-ટાઈપ લેયસ= N-ટાઈપ, P-ટાઈપ, N-ટાઈપ લેયસ=

મેPેMરટી કેMરયસ; હાેલ ઇલેuTાેન

બાયXસi ગ વાેOેજ બેઝ અેgમટરના સંદભ=માં નેગે"ટવ બેઝ અેgમટરના સંદભ=માં પાેVઝ"ટવ

કરંટ Mદશા અેgમટરથી કલેuર કલેuરથી અેgમટર

�ીડ ધીમી (હાેલની માે,બ4લટી અાેછી છે) ઝડપી (ઇલેuTાેનની માે,બ4લટી વધારે છે)

78ન 5(અ) OR [3 મા:;]  
E-waste નેનાબૂદ કરવાની પuDત જણાવાે અને તેમાથી કાેઈપણ અેક સમPવાે.

જવાબ:

Mરસાયક]લi ગની સમજૂતી:
E-waste "રસાયક4લ. ગમાં ઇલેuTાે"નક કચરાનું અેકpીકરણ, "ડસમે64લ. ગ, અને "રકવરેબલ મટી"રયલમાં ]વભાજન કરવાનાે સમાવેશ થાય છે. 
કંપાેન6્સને ªેડ કરીન ે�ાQXક, £લાસ, અને મેટ  (ગાે�, Vસ«વર, કાેપર જવેા "ક. મતી ધાતુઅાે સ"હત) જવેા કાચા માલમાં સાેટ=  કરવામાં અાવે 
છે. અા સામ¬ીન ે\ાેસેસ કરીને નવા ઉ�ાદનાે બનાવવા માટે ઉપયાેગ કરી શકાય છે. "રસાયક4લ. ગ પયા=વરણીય અસરને ઘટાડે છે, સંસાધનાેનુ ં
સંરjણ કરે છે, અને "ક. મતી મટી"રય નું પુનઃ\ા®� કરે છે.

મેમરી ટ? ીક: "RRIL-T" - "રસાયક4લ. ગ, રીયુઝ, ઇ|Nનરેશન, લેb"ફલ, ટેક-બેક

78ન 5(બ) OR [4 મા:;]  
PNP અને NPN Transistor ની સરખામણી કરા.ે

જવાબ:

અાકૃDત:
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NPN

N-P-N લેયસ=

ઇલેuTાેન કે"રયસ=

પાેVઝ"ટવ બેઝ 
બાયસ

C થી E 
કરંટ

PNP

P-N-P લેયસ=

હાેલ કે"રયસ=

નેગે"ટવ બેઝ 
બાયસ

E થી C 
કરંટ

 

મેમરી ટ? ીક: "Positive-Negative-Positive (Holes), Negative-Positive-Negative (Electrons)"

78ન 5(ક) OR [7 મા:;]  
CE કા6ફીગરેશન ની ઈનપુટ અને અાઉટપુટ લાVIણકતા દાેરા ેઅને સમPવાે.

જવાબ:

CE કા6ફીગરેશનની ઈનપુટ લાVIણકતા:

અાકૃDત:

   Ib(μA)
    ↑                          
    │                       VCE=10V
    │                     /
    │                   /
    │                 / VCE=5V
    │               /
    │             /
    │           / VCE=0V
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લાVIણકતા વણ;ન

ઈનપુટ લાVIણકતા lfર કલેuર-અેgમટર વાેKેજ (VCE) પર બેઝ કરંટ (IB) અને બેઝ-અેgમટર વાેKેજ (VBE) વ�ેનાે સંબંધ

અાઉટપુટ લાVIણકતા lfર બેઝ કરંટ (IB) પર કલેuર કરંટ (IC) અને કલેuર-અેgમટર વાેKેજ (VCE) વ�ેનાે સંબંધ

CE કા6ફીગરેશનની અાઉટપુટ લાVIણકતા:

અાકૃDત:

અાઉટપુટ લાVIણકતામા ંVેsા:ે

    │         /
    │       /
    │     /
    │   /
    │ /
    │/
────┼───────────────────────── VBE(V)
    │                           →

    Ic(mA)
    ↑                          
    │                  Ib=50μA
    │                /─────────────
    │               /
    │              / Ib=40μA
    │             /─────────────
    │            /
    │           / Ib=30μA
    │          /─────────────
    │         /
    │        / Ib=20μA
    │       /─────────────
    │      /
    │     / Ib=10μA
    │    /─────────────
    │   /
    │  / Ib=0
    │ /
    │/
────┼───────────────────────── VCE(V)
    │                           →
    │
    │ અેwuવ    |  સેચુરેશન
    │ રીજન     |  રીજન
    v           v
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Vેs વણ;ન

સેચુરેશન Vેs બંને જંeન ફાેરવડ=  બાય§, VCE નાનું છે, IC VCE પર ¯ાન અા°ા ]વના લગભગ lfર રહે છે

અે�eવ Vેs બેઝ-અેgમટર જંeન ફાેરવડ=  બાય§, બેઝ-કલેuર જંeન "રવસ= બાય§, IC IB ના \માણમાં

કટ-અાેફ Vેs બંને જંeન "રવસ= બાય§, નહીવત કરંટ વહે છે

મહ�પૂણ; પેરામીટસ;:

કરંટ ગેઇન (β): કલેuર કરંટ અને બેઝ કરંટ (IC/IB)નાે ગુણાેSર

ઈનપુટ રેvઝ4Y: lfર VCE પર VBE માં ફેરફાર અને IB માં ફેરફારના ેગુણાેSર

અાઉટપુટ રેvઝ4Y: lfર IB પર VCE મા ંફેરફાર અને IC માં ફેરફારનાે ગુણાેSર

મેમરી ટ? ીક: "Input Shows Voltage Effects, Output Shows Current Control"
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